Azarbaycan Texniki Universiteti “Elektrotexnika” kafedrasinin emakdas! fizika Uzrs
elmlar doktoru, dosent Elcin Shmad oglu Karimov tarsfindan taqdim ediimis

‘Reading of information and photoelectric phenomena in electronic devices based on
multilayer metal-silicon silicide semiconductors” adli monoqrafiyasina

ROY

YUksak keyfiyyatli va siratli yarimkegirici cihazlarin va integral mikrosxemliarin
yaradiimasi onlarin hazirlanma texnologiyalarina yeni materialiarin daxil ediimasini talab
edir. Bunlardan an perspektiviilari silisidlar — silisiumla daha elektromusbat elementiarin
birlegmsalaridir. Metal silisidi — silisium kontaktlarinin stabil va etibarli xarakteristikalari
sihsidlerin omik kontaktlarda, metal — oksid — yarimkecirici tranzistorlarin qoruyucu
elektrodlarinda, optik informasiyanin saxlanmas: ugun materiallarda, infragirmizi
diapazonda islayan fotogabuledicilarda va s.. genis istifade olunmasini tamin edir.

Eyni zamanda muxtslif goxtabaqali yarimkeciricilar, o cumladan metal-silisidi
silisium asasinda yaradilan teplovizoriar xalq tesarrifatinda genis tatbiq sahalarina
malikdir: xar¢gang ve digar xastaliklerin erkan askar olunmasinda, teyyars ve yaxud

kosmosdan tabii ehtiyatlarin yataglarinin askar edilmasinds, isti ve soyuq su borularinin
mesa yanginlarinin  vaxtinda xabsardarliq

Zoadslenmalarinin  askar edilmasinds,
elace da vulkan

olunmasinda, yeraltt sularin cirklenmasinin xabardarliginda,
pUskurmalarinin gabagcadan tayin olunmasinda va s. Infraqirmizi stualara hassas indium
silisidi — silisium quruluslarin kdmayi ile yuk slagali cihazli multipieksorla birge monolit
fotomatrisalar yaratmaq olur ki, bunlarin vasitssile da 3-5 mkm infraqirmiz: oblastda
tasvir almaq mumkunddr. Bela fotogabuledicilar kigik kvant effektivilyine malik olmalarina
baxmayaraq ¢ox cuzi kuys malik olurlar. IrSi — Si ssasinda fotogabuledicilarin an boyuk

Ustunluyd onlarin vahid kristalda hem yuk slagali cihazlarin, ham aktiv elementlarin, elacs

de glclandirici sxemlarin alinmasinin mutmukun olmasidir.
Bu ssbabden E.©. Karimovun teqdim etdiyi “Reading of information and

photoelectric phenomena in electronic devices based on multilayer metal-silicon silicide
semiconductors” (“Metal-silisid — silisium ¢oxtsbaqall yarimkegiricilar asasinda elektron
qurgularda informasiyanin oxunmasi v fotoelektrik hadisslari” ) adli monoqrafiya baslica

olaraq muasir optoelektron qurgularia tanig olmaq iIStayan tedqiqatciar Uglun ¢ox maraqi

olacaqdir.
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Monoqrafiya dars vesaiti kimi elektronika, yarimkegiriciler fizikas ile meggul olan
magistr, doktorant ve texniki - muhandis iggiler Ugin istifade oluna bilar.
‘Photoelectric phenomena in electronic devices based on multilayer metal-silicon
silicide semiconductors” adli monografiya 345 sehifs olmagla, 2 hisse, 12 fasil va 114
istifade olunmus adabiyyatdan ibaratdir
Yuxaridakilarn nazare alaraqg, “Elektrotexnika” kafedrasinin amekdas: fizika Uzre
elmlar doktoru, dos. Elcin 8hmad oglu Karimovun terafindan tagdim ediimis “Reading of
information and photoelectric phenomena in electronic devices based on multilayer
metal-silicon silicide semiconductors” (“Metal-silisid — silisium coxtabaqall yarimkegiricilar
asasinda elektron qurdularda informasiyanin oxunmasi ve fotoelektrik hadisaleri”) adl

monografivanin nasrini vacib sayiram va tovsiyys eairam.

Azarbaycan Texniki Universitet
‘Radioelektron ve aerokosmik sistemler , %/
kafedrasinin madiri, professor ;ﬁ%g/ Ibrahimov B.Q.
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